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Благодаря высоким нелинейно-оптическим коэффициентам и значительному 
двулучепреломлению слоистые кристаллы селенида галлия (e-GaSe) широко 
используются в нелинейной оптике ИК- и терагерцового диапазонов. Легирование 
нелинейно-оптических полупроводников магнитными примесями может быть 
перспективным для их применений в магнитооптике и спиновой электронике. В 
настоящей работе методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии 
исследована полнота вхождения Cr в структуру кристаллов GaSe в зависимости от 
условий выращивания, что позволило получать легированные кристаллы GaSe:Cr для 
оптических применений.  
 Кристаллы GaSe:Cr выращивались 
методом Бриджмена из расплавов с 
содержанием хрома C0 = 0.1, 0.5 и 0.7 % мас., 
при скоростях роста до 2,5 мм/час и градиентах 
температуры на фронте кристаллизации 6-
12°С/см. Реальную концентрация хрома в 
кристалле GaSe:Cr в зависимости от доли 
закристаллизовавшегося расплава g определяли 
методом ААС. В приближении постоянного 
коэффициента распределения (Kэфф) в процессе 
роста кристалла и высокой скорости диффузии 
в жидкой фазе распределение примеси в 
кристалле должно определяться выражением, 
приведенным на рис. 1. Аппроксимацией 
результатов, полученных методом ААС, этим 
выражением определен эффективный 
коэффициент распределения примеси хрома в 
GaSe (рис. 2.). На основе анализа 
экспериментальных данных по составу 
кристаллов следует, что при содержаниях 
хрома в жидкой фазе менее 0,2-0,3 % мас. идет 
равновесная кристаллизация, а при 
превышении этого порога выращенные 
кристаллы имеют макроскопические дефекты в 
виде включений хрома. Данные 
подтверждаются результатами измерений 
эффекта Холла, оптического пропускания и электронной микроскопии.  
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Рис. 1. Зависимость реального содержания 
Cr в GaSe:Cr (0,1 масс % Cr в расплаве) от 
доли закристаллизовавшегося расплава.  
 
Рис. 2. Температурные зависимости 
подвижности дырок в кристаллах GaSe:Cr 
различного состава. 
